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L* invention concerne un tube a decharge dont la cathode est 
formrfe par une couohe conductrice sur laquelle est elaboree une couche 
isolante qui par rapport au »at«r±au qui 1-entoure preeente des reVions 
d ^paisseux moins forte et qui est couverte d'une deuxieme couche iso- 
lante. L- invention concerne element un proce^ permettant la fabrica- 
tion d'une cathode destined a un tel tube a de-charge. 

Une cathode ainsi con 9 ue est dScrite dans le brevet americain 
»- 3.164.659. Sur un substrat en aluminium, on a forme une couche d'oxy- 
de d'aluminium vitreux ayant une epaisseur d'au maximum 7,5 ». Sur cet 
oxyde, on a depose par evaporation une couche de siliciu- pre^entant une 
Epaisseur de 1 5 0 nm. A 1'aide d-un masque, on a manage" dans cette couche 
de silicium une ouverture circulaire ayant un diametxe d'environ 0,2 5 ». 
Ensuite, aux bords de 1- ouverture ainsi que sur la couche de silicium 
elle-meme, on a form* une couche de palladium prEeentant une epaisseur 
de 60 «. Dans Louverture, la couche d'oxyde d'aluminium est recon- 
vene d-une couche de platine prEsentant une Epaisseur de 2,5 rm et 
attendant sur les bords de la couche de palladium. Sur la couche de 
platine dans 1- ouverture, on a depose par Evaporation un systeme de 
bandee de palladium qui Se croisent et qui ont une Epaisseur de 60 n= 
la lar*eur des bandes et la distance entre celles-ci Etant Egale a 1 5 o 
nm. Une couche de cesium est ElaborEe sur 1'ensemble ainsi forme. On 
peut element omettre lea bandes de palladium. Dans ce cas toutefois 
la tension maximale admissible sur la couche d'oxyde d'aluminium n'atl 
texnt que 2 volts, la tension correepondante etant de 9 volta lor3qu , n 
utilise lesdites bandes. La density -de couxant sur la surface anparomment 
emissive est alors Egale a 0,13 mA/cm 2 en 1'absence de bandes, et 8 
*A/cm lors de leur eaploi. Dans ce dernier cas, la duree de vie de- 
vrait dEpasser 4 00 heures. Les density de couxant que 1'on obtient sont 
toutefois trop faibles pour etre utiles dans la plupart des applications. 

Conformant a 1- invention, un tube a decharge dont la cathode 
est formee par une couche conductrice sur laquelle est Elaboree une 
couche isolante qui par rapport au matEriau qui 1-entoure x,rEsente ' des 
redone d Epaisseur moins forte et qui est couverte d'une deuxieme 
couche isolante, est remarquable en ce que les regions de moindre epais- 
seur de la couche isolante sont formees d'une part par une tree mince 
couche de gxande densite et de rigiditE dielectrique elevEe, cette 
couche se trouvant directement sur la couche conductrice. et d'autre 
part par une couche isolante sous-jacente plusieurs fois F lus enaisse 
et moins dense dans laquelle on a diffuse" une partie de la couche ■rft.l- 
Hque se trouvant sur cette couche-isolante et n' etant d ce fait plus 
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coh£rente au moins en partie, alors que les regions de moins forte e P ais- 
seur de la couche isolante ont un diam^tre d'au maximum 50^u. 

Le procede de formation consist essentiellement en la pene- 
tration par diffusion du film m^tallique se trouvant sur la couche iso- 
lante poreuse dans les regions d'ouvertures actives. Aux faces limites 
cristallines du mat^riau isolant poreux, le metal se libera sous forme 
de miororegions k emission de champ. La couche isolante sous-jacente 
empSche le metal de diffuser completement vers 1' electrode de base. De 
plus, apres la formation, la reserve de mental disponible pour la diffu- 
sion .subsequente est e P uis«e par suite da revetement metallique de faible 
epaiaseur, de sorte qu'une situation stationnaire pent s'etahlir au court 
du fonctionnement ulterieur. L'action du champ eiectrique dans le voisi- 
nage de la couche metallique non coherente dans la region emissive a lieu 
concentriquement suivant la geometric. Par consequent, le metal se diffu- 
se plus fortement au bord de la region emissive. Dans celle-ci, la 
repartition de potentiel s-etablit de facon a causer une forte chute d 
la tension applique dans le voisinage de la surface limitrophe de 
l'espace k vide. Dans ce voisinage exists la plus fort* densittf en 
microregions metalliques k emission de champ. Une telle structure four- 
20 nit les avantages suivant s. 

En premier lieu, 1« electrode de base eiectriquement conduetrio* 
transmet, non affaibli, le potentiel jusqu'a la region emissive. Dans 
les regions emissives elles-mSmes, le revetement metallique n'est pas 
coherent, de sorte que lee electrons emis ne subissent pas de pertea - 
25 d'energie additionnelles dans 1' electrode de revetement. Les de P 8ts 

metalliques k emission de champ sont proteges contre le claquage eiectri- 
que, etant donne qu« en presence d'une emission de champ dont l'inten- 
site augmente brusquement, la fourniture subsequente en electrons est 
entravee par la couche isolante poreuse agissant comae reaistance aerie* 
ainsi que par la limitation de . 1 • injection d-eieotrons dans la couche 
poreuae a trevers la couche isolante dense. 

Du fait que les dimensions transversales des regions emissives 
sont inferieures a 50/u, la forte resistivite de la couche de revetement 
dans ces regions n'est pas nuisible. Pour empecher que la resistance 
35 eiectrique de 1' electrode de revetement devienne trop eievee, 1' epaia- 
seur de cette electrode peut Stre plus forte entre les regions de couche 
isolante moins epaisses, et de preference, ladite electrode est formee 
par un metal qui se diffuse moins facilement et sur lequel est eiaboree 
une couche de metal s diffusant facilement. 

La couche conductrice inferieure est par remple une couch 
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mEtallique ou une couche photoconductrice, de sorte que la cathode 
convient pour etre utilisEe dans des convert! saeurs d* image. 

Un tube k dEcharge conforme k 1' invention peut etre un tube d 
reproduction d 'images, de construction plane, les deux Electrodes Etant 

5 rEalisEes sous forme d'un systeme de bandes crois€es # 

Suivant un procEdE permettant la fabrication d'une cathod 
destinEe k un tube k dEcharge conforme a 1' invention, on Elabore sur un 
support une couche de fond conductrice. Sur celle-ci, on Elabore d'abord 
une couche isolante dont l'Epaisseur est de I'ordre de 1^u. Par Evapora- 

10 tion ou par pulverisation cathodique, on Elabore sur ladite couche 

isolante une Electrode de reveteaent formEe par un mEtal qui ne diffuse 
pas facilement. L* Electrode est munie d'une couche de laque photosen- 
sible ou photolaque dans lequelle on manage des ouvertures prE sent ant un 
diametre d'au maximum 50^u. Jusqu'ft, la couche de fond, on dEcape ensuit 

15 l f Electrode de revetement et la couche isolante; la photolaque est 

attaquEe par voie chimique. L'ensemble est ensuite oxydE thermiquement , 
les parties librea de la couche de fond et !■ Electrode de revetement 
perforEe Etant ainsi couvertes d'un oxyde dense. Ensuite, seule la 
couche de fond subit une oxydation anodique effectuEe de fa9©n k obt nir 

20 une couche d f oxyde poreuse dans les ouvertures de ia couche d' oxyde exi- 
stante, ainsi que sur la couche djoxyde obtenue par voie thermique. Le 
stade suivant est le dEpot par Evaporation d'une couche d'or. La cathode 
est formEe dans un espace k vide ElevE I une tempErature de 300°C et une 
diffErence de potentiel de 9 T entre les Electrodes, 1' Electrode de 

25 revetement ayant le potentiel positif . Etant incorporEe dans un tube k 
dEcharge, la cathode peut etre dEgazEe a une tempErature de 350°C, sans 
1' application d'une tension. 

Suivant un autre procEdE, on forme Egalement d'abord la couch 
de fond, la couche isolante et 1 'Electrode de revetement, ainsi que la 

30 couche de photolaque avec ses ouvertures. Comme pr Ec Ed eminent , on dEcape 
ensuite les ouvertures jusqu'^L la couche de fond, et par dEpot par 
evaporation ou par pulvErisation cathodique, on Elabore tant la couche 
isolante dense que la couche isolante poreuse dans les ouvertures. Ce 
precede est parti culierement intEressant lorsque la couche de fond est 

35 photoconductrice et ne peut etre oxydEe d'une autre fa9on. II est 

recommandable d'effectuer le dEcapage par un bombardement d'iona, Etant 
donnE que les bains chimique s utilisEs ne sont alors pas k meme d f in- 
troduire des impure tEs et que la photolaque est EvacuEe en meme temps • 
Les ouvertures dEcap'es af fectent alors une meilleure gEomEtrie que dans 

40 le cas bii le dEcapage a lieu par voi chimique, qui donne lieu k un fort 
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soua-d£capage . 

La description suivante, en regard des dessins annexes, fera 
Men comprendre comment 1' invention peut Stre realised . 

Les figures 1 a 6 illustrent six stades diatincts de la fabri- 
cation d'une cathode conforme a 1' invention. 

La fig. 7 est une coupe transversale d'un convertisseur d' ima- 
ges. 

La fig. 8 est une vue en plan d'une cathode destinee a un tube 

d ' image . 

Sur la fig. 1, un substrat de verre 1 porte une couche d 'alu- 
minium 2, obtenue par evaporation et pr^sentant une epaisseur de. 100 nm. 
La fig. 1 montre egalement une couche 3 en SiOg, depose'e par pulverisa- 
tion et prSsentant une epaisseur de 1 ^u, ainsi qu'une Electrode de 
revetement 4 en aluminium prgsentant une epaisseur de 100 nm. Le repere 
5 indique une couche de photolaque dans laquelle sont m^nagees des over- 
tures 6 pre"sentant des diametres de 50^u. Une seule ouverture 6 a ete 
representee sur les figures 1 a 6. Sur la fig. 2, 1 'ouverture 6 a 4t4 
decapee jusqu.'a arriver sur la couche d 'aluminium 2. 

La couche de photolaque ayant ete enleve"e par attaqueohiunique, 
1 'ensemble est aoumis a une oxydation thermique qui dans 1 'ouverture 6 
forme sur la couche d' aluminium 2 une couche tres dense 7 en Al 0 
pre*sentant une epaisseur de 5 nm. Une couche 8 en AlgO, egalement'ae 
forme sur 1» electrode perforee 4. (fig. 3). 

Dans un bain d'acide mellique, en presence d'un courant de 
forte densite, la couche d'oxyde 7 obtenue par vole thermique est cou- 
verte d'une cojrche ppreuse 9 en AlgOj. (Voir la fig. 4). La densit* de 
cette couche 9 est comprise entre 40 fit 50* de la densite maximale. 

Ensuite, comme le montre la fig. 5, on deposes par evaporation 
une couche d'or 10 presentant une epaisseur de 5 nm. Dans un espace dan. 
lequel regne un vide eieve (inferie-ur k io" 6 torrs), la cathode est 
portee a une temperature de 300°0 t 1 'electrode 4 etant portee k un 
potentiel poeitif de 9 V par rapport a celui de l'eiectrode 2, cette 
situation etant maintenue pendant 15 minutes. 

Sur la couche d'oxyde 9, l'or penetre partiellement par diffu- 
sion et sous forme de de P 6ts metalliques 11 plus ou mbins en forme 
d'aiguille, des restes d'or 12 subsistant sur la surface. La couche d'or 
10 sur la couche d'oxyde 8 se diffuse dans celle-ci, mais ceci est sans 
importance. (Fig. 6). Parmi les figures 1 a 6 qui, surtout en ce qui. 
concerne la relation entre le diametre et la profondeur des ouverture s - 
6 n'ont pas ete representees a l'echelle exacte, la fig. 6 a ete des- 
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sinEe k plus grande Echelle. Pour une tension compete entre 12 et 15 
volts entre les Electr d s, la athode permet d'obtenir hors de la 
surface apparamment Emissive un courant d» environ 100 ml/cm 2 . La durEe de 
vie dEpasse 1000 heures. . 

Sur la fig. 7, une plaque de verre 2* porte une couche trans- 
parente 21 en Sn0 2 prEsentant une Epaisseur de 20 nm. Le repere 23 
indique une couche photoconduc trice d' Epaisseur 150 nm, et le reper 24 
une couche de SiOg, obtenue par dEpSt par Evaporation et prEsentant une 1 
Epaisseur de 1^u. Dans cette couche 24 ainsi que dans l f Electrode 30 
dEposEe par Evaporation, on a mEnagE des ouvertures 25* Pour marquer 
l f endroit des ouvertures, on a utilisE une couche de jiiotolaque prEsen- 
tant des ouvertures de diametre de 50^u. Dans les ouvertures 25, on a 
d f abord dEposE par pulvErisation cathodique une couche 26 en SiOg ayant 
une Epaisseur de 10 nm, et sur cette couche 26 une couche poreuse 29 en 
s i0 x , la valeur de x Etant comprise entre 1,4 et 1,5, I'Epaisseur de la 
couche 26 Etant Egale a 50 nm. Par dEpSt d 1 Evaporation d»or, on a ob- 
tenu une couche d»or d'une Epaisseur de 5 nm, la diffusion de I'or Etant 
obtenue a une tempErature de 300°C en prEsence d'une tension, Des dEpots 
d'or danB la couche 27 sont indiquEs par 28, alors que le chiffre 29 
indique les restes d'or subsistant a la surface. Tout ce qui est posE 
au-dessus de 1 'Electrode de revetement a .EtE indiquE par le repere 31 et 
est sans aucune importance pratique. 

X une distance de 2 cm se trouve un Ecran luminescent formE 
par une mince couche d'aluminium 32, une couche de phosphore 33 et un 
support d4 verre 34- Les deux supports de verre 21 et 34 constituent un 
partie de l'enveloppe entourant l'espace & vide. Si la cathode est 
portEe a une tension de 15 volts et que 1' Ecran a une tension de quelques 
kV par rapport a la cathode, une image projetEe sur la cathode peut etr 
reproduite, a l'Etat intensifiE, sur l 1 Ecran luminescent. 

Sur. la fig. 8, le chiffre 40 indique une plaque de fond iso- 
lante qui en direction verticale est munie d» Electrodes 42 en forme de 
bande, et en direction horizontale d f Electrodes similaires 41 . Aux 
endroits de croisement, les Electrodes supErieures sont perforEes de la 
facon dEja, expliquee en rEfErence aux figures 1 a 6. Quelques ouver- 
tures ont EtE indiquEes par le repere 43* Dans le cas ou les bandelettes 
ont une largeur de 1 mm, environ 100 ouvertures se trouvent a I'endroit 
de chaque croisement. Lorsqu'un ecran luminescent est placE devant cette 
cathode ensuite commandEe de facon adEquate, une image peut etre obtenue 
sur ledit Ecran. - 
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REVENDI CAT IONS ; 

1 • & d£charge dont la cathode est f orme*e par une couch 

conductric sur laquelle est e*labore*e une couche isolante qui par rapport 
au materiau qui l'entoure prSsente des parties d'Spaisseur moins forte 
et qui est couverte d'une deuxi erne couche isolante, caracterise* en ce qu 
les parties de moindre e*paisseur de la couche isolante sont formers d'une 
part par une tres mince couche de grande density et de rigidite* dielec- 
trique elevle, cette couche se trouvant direct ement sur la couche con- 
ductrice, et d' autre part par une couche isolante sous-jacente plusieurs 
fois plus epaisse et moins dense dans laquelle on a diffuse* une partie de 
la couche me*tallique se trouvant sur cette couche isolante et n'gtant 
de ce fait plus cohSrente au moins en partie, alors que les regions de 
moins forte epaisseur de la couche isolante ont un diametre d'au maximum 

2. Tube a decharge selon la revendication 1 , car ac teniae* en ce 

qu'entre les regions de couche isolante moins e*paisses, la deuxieme 
couche isolante .pr^sente une epaisseur plus forte que dans lesdites 
regions et est forme*e par une couche de me*tal qui se diffuse moins 
facilement et sur laquelle est (Slaboree une couche de m<?tal se diffusant 
facilement et se trouvant <Sgalement dans lesdites regions de la couche 
isolante. 

5 * Tube *■ ^charge selon 1'une des revendi cations 1 ou 2, carac- 

terise* en ce que la couche conductrice sous-jacente est une couche photo- 
conductrice. 

4. Tube & decharge selon l*une des revendi cations 1 ou 2, oarac- 
t£rise* en ce que le tube est un tube d' image, les couches conductrices 
etant formees par un systeme de bandes croistfees. 

5. Proc^d^ permettant la fabrication d'une cathode destine*© k un 
tube a decharge selon la revendication 1, caracterise* en ce qu"on ^la- 
bore sur un support une couche de fond conductrice sur laquelle on forme 
ensuite une couche isolante dont l'e*paisseur est de 1'ordre de 1yu t 
alors qu' ensuite, sur cette couche isolante, on forme une Electrode de 
revetement dans laquelle, a 1'aide d'une couche de photolaque, on manage 
des ouvertures qui parviennent jusqu'a la couche de fond, tandis qu'en- 
suite on soumet I'ensemble a une , oxydation thermique et que dans les 
ouvertures, on soumet la couche d'oxyde ainsi obtenue a une oxydation 
anodique et la munit d'une couche d'or, la cathode e*tant formed k tem- 
perature e*leve*e et en presence d'une tension. 

6 • Proce'de* selon la revendication 5, caracterise* en ce qu'on 

e"labor sur un support une couche conductrice sur* laquell on form 
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ensuite une couch isolant rev~tu a son tour d , une Electrode de re- 
vet erne nt , des ouvertures e'tant ensuite menag^es dans les deux couches 
superieures, alors qu par pulverisation cathodique ou par evaporation, 
on de*pose dans l'e'lectrode de revetement d'abord une couche isolante 
dense et ensuite une couche isolante poreuse plus e'paisse, alors qu* en- 
suite, oh diffuse dans ladite couche poreuse, a temperature e'leve'e et 
en presence d'une tension, une couche d'or, d£pose*e par Evaporation. 
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